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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国科学院提出。
本标准由全国纳米技术标准化技术委员会(SAC/TC279)归口。
本标准起草单位:上海交通大学、纳米技术及应用国家工程研究中心。
本标准主要起草人:金承钰、李威、梁齐、路庆华、何丹农、张冰。
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引  言

  现有椭圆偏振术测量薄膜样品厚度的普适、通用仪器多为变角度变波长的光谱型椭圆偏振仪,相对

于定波长定角度的消光法椭偏测量,可以获得更多的椭偏信息用于模型拟合,以获取精准的薄膜厚度结

果;此外,由于可溯源标准物质为硅表面二氧化硅薄层的原因,本标准规定了使用连续变波长、变角度的

光谱型椭圆偏振仪测量硅表面二氧化硅薄层厚度的方法。
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椭圆偏振仪测量硅表面上二氧化硅

薄层厚度的方法

1 范围

本标准给出了使用连续变波长、变角度的光谱型椭圆偏振仪测量硅表面上二氧化硅薄层厚度的

方法。
本标准适用于测试硅基底上厚度均匀、各向同性、10nm~1000nm厚的二氧化硅薄层厚度,其他

对测试波长处不透光的基底上单层介电薄膜样品厚度测量可以参考此方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
椭圆偏振术 ellipsometer
利用偏振光束在界面和薄膜上反射或透射时出现的偏振态的变化,研究两媒质间界面或薄膜中发

生的现象及其特性的一种光学方法。

3.2
菲涅耳反射定律 fresnellawofreflection
当自然光入射到分界面时,可分解为相互垂直的两个大小相等的平面偏振光,以s表示垂直入射

面,p 表示平行入射面,且s分量和p 分量的振动是相互独立的。

3.3
线偏振光 linearlypolarizedlight
光矢量只沿某一方向振动,即光在传播过程中电矢量的振动只限于某一确定平面内,又称平面偏

振光。

3.4
椭圆偏振光 ellipticalpolarizedlight
两列频率相同、振动方向互相垂直且沿同一方向传播的线偏振光的合成,其电矢量的端点在波面内

描绘的轨迹为一椭圆。

4 工作原理

椭圆偏振术可用薄膜的椭圆函数ρ表示薄膜反射形成椭偏偏振光的特性,可表示为式(1)和式(2):
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